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テルル（Te）およびビスマス（Bi）を用いた金属間化合物は特徴的な電気伝導や熱伝導特性を持

ち、古くから熱電変換材料として多くの研究がなされている[1]。また近年では内部が絶縁体で表

面は金属的な性質を持つトポロジカル絶縁体としても注目されている材料である[2]。今回、Teと

Bi2Te3 のストライプ構造を持った試料表面にフェムト秒パルスレーザーを照射し、放射されるテ

ラヘルツ（THz）波を観測した。 

Fig.1 は試料の表面構造の SEM 像である。試料は垂

直ブリッジマン法によって作製され、Bi2Te3/Te のスト

ライプ構造が形成されている。Fig.2は本研究で用いた

計測システムの概略図である。試料表面に波長 800nm、

レーザーパワー85mW、繰り返し周波数 80MHz、パル

ス幅約 100fsのフェムト秒パルスレーザーを照射した。

放射された THz 波は ITO シートで反射し、2 枚の

Tsurupicaレンズで集光し、スパイラル型低温成長 GaAs

光伝導アンテナにより検出した。検出器に入射される

THz 波の偏光方向はワイヤーグリッド偏光子を用いて

制御した。Fig.3はワイヤーグリッド偏光子を固定し、

試料を回転させた時の 0°、45°、90°における THz放

射波形である。THz波の振幅は 0°で最大となり、45と

減少し 90°で最小となる。この結果から、放射される

THz 波の偏光方向は試料の面内方位に依存しているこ

とが分かる。室温において Teは n型、Bi2Te3は今回の

試料では過剰な Bi の影響により p 型のナローギャッ

プ半導体であると考えている。そのため、Bi2Te3/Teの

界面で pn接合が形成され、その接合界面の電界により

光励起キャリアが加速され THz 波が放射されたもの

と考えている。 

当日の発表では、表面構造と THz波の偏光方向の関

係、照射レーザー強度依存性、および THzイメージン

グ測定結果などを報告する。 
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Fig.1 A SEM image of the surface 
structure of Bi2Te3/Te. 

Fig.2 A schematic diagram of 
experimental set up. 

Fig.3 The waveform of THz radiation 
from the sample with rotational 
angle of 0, 45, and 90. 
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